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第四章では新しい電子材料として期待されている Cω をイオンクラスタービーム (ICB) 法により成膜した Cëo 薄膜の
微細構造解析の結果について述べている。
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ICB 一 Co薄膜は NaCI基板上では fcc 構造の多結品で， ICB条件の加速電圧を変えることにより， Cω膜の配向方位を
制御できることを示した。一方，マイカ基板上では Cω膜はエピタキシャル成長し基板温度を制御することにより単結
晶が得られた。さらにその中の格子欠陥の基板温度依存性を調べ，温度が高くなると，欠陥密度は減少するが，欠陥の




透過型電子顕微鏡法 (TEM) により，新しい薄膜デバイスとしての応用が期待されている BiSrCaCuO高温超伝導体，
フランビン誘導体分子， C60 フラーレン薄膜を作成してその構造を調べ，それぞれの薄膜の成長機構を明らかにした。
スバッタ一法により BiSrCaCuO 、薄膜を SrTi03 (1 10) 基盤上に成膜した場合，その c軸方向が基盤に対して 45度傾
斜する現象を断面TEM 法で調べ，薄膜が 2方向に配向した多結晶膜であること，結晶子と基盤との方位関係，粒内の
積層欠陥の性質を明らかにした。これらの結果から良質の成膜は微傾斜基盤を用いることにより可能となることが明




Langm uir -Blodgett (LB) 法によって作成しそれが僅かに揺らいだ一軸配向性の繊維構造を有すること暗視野法で
明らかにしさらにた。さらに成膜過程での表面庄一面積曲線での変曲点は結晶相の形成に対応することを明確に示し
た。
ドーパントの選択により新電子材料としての可能性の期待がある Cω薄膜をイオンクラスタービーム (ICB) 法によ
り異なる基盤上に様々な条件で作成してその微細構造を解析した。へき開NaCl (100) は基盤上で、は面心立方の多結
晶体であるがICB の加速電圧を 100Vから 500V に変化させると優先方位は< 110 >から< 111 >へ変化化すること
から電圧を制御することにより薄膜の配向を制御できることを明らかにした。またマイカ(100) 基盤上では単結晶が
得られるが， {111} 積層欠陥が導入されることが分かった。
本論文ではそれぞれ異なった目的を有する近未来の薄膜電子デノくイス材料として期待されている Bi系超伝導体，フ
ラビン誘導体分子， Cω薄膜を様々な条件で作成し透過型電子顕微鏡観察を主としてそれらの膜の微視的構造と成長機
構を明らかにしそれらの結果をふまえて実用化のための極めて重要な指針を提案しており，学位論文として価値ある
ものと認める。
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